
186PDF

УДК 539.1.08

Хамзаев А.И.

старший преподаватель

Ирисбоев Ф.

ассистент 

Джизакский политехнический институт

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

ИОНОВ ВА+, NA+, LI+ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

ПОВЕРХНОСТИ SI

Аннотация:  В  работе  исследовано  изменение  удельной

электропроводимости  поверхности  Si(111)  n-  типа  в  процессе

имплантации  ионов  Ba,  Na и  Li с  энергией  Ео=1  кэВ  различной  дозой.

Оценка толщины силицидной пленки методом послойного оже - анализа

показала, что для энергии ионов E0=1 кэВ толщина пленок составляет 5-6

нм (или 50-60 Ǻ).В области температур от Тхр  до  Тр силицидные пленки

имеют линейную зависимость σ = σ(Т).
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INFLUENCE OF LOW-ENERGY IMPLANTATION OF BA+, NA+,

LI+ IONS ON THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE SI

SURFACE

Аnnotation: The work investigated the change in the specific electrical

conductivity of the n-type Si (111) surface during the implantation of Ba, Na and

Li ions with energy Eо = 1 keV at various doses. An assessment of the thickness

of the silicide layer using the method of layer-by-layer Oje analysis showed that
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for ion energy E0 = 1 keV, the thickness of the layers is 5-6 nm (or 50-60 Ǻ). In

the temperature range from Tkr to Tr, silicide layers have a linear dependence σ

= σ(T).

Key words: implantation, ion, electrical conductivity and Auger analysis.

В  работе  исследовано  изменение  удельной  электропроводимости

поверхности Si(111)  n-  типа в процессе имплантации ионов Ba,  Na и  Li с

энергией Ео=1 кэВ различной дозой [1,2]. Имплантация ионов (не зависимо

от  типа  ионов)  до  дозы  D=8⸱1014 см-2 практически  не  приводит  к

изменению σ (рис 1).  Это вероятно связано с глубоким проникновением

имплантируемых  ионов  и  малым  их  вкладом  в  поверхностную

приводимость [4,5]. Хотя следует отметить, что имплантация ионов Ва и

щелочных  элементов  с  дозой  D~1014 см-2 приводит  к  увеличению

концентрации электронов на донорных уровнях и к началу расщепления

донорных  уровней  [6].  Однако  при  этих  дозах  поверхностная  область

Si(111)  сильно  разупорядочивается,  что  ведет  к  уменьшению
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Рис. 1. Зависимости удельной 
электропроводности σ поверхности 
Si(111) от дозы имплантации ионов 
(Li+, Na+ и Ва+)

Рис. 2. Зависимости удельной 
электропроводности σ поверхности 
Si(lll) имплантированного ионами 
(Li+, Na+ и Ва+) от температуры 
отжига.



186PDF

электропроводимости  поверхности,  последнее  компенсирует  вклад

увеличения концентрации доноров в рост σ. О правомерности подобного

механизма свидетельствуют минимумы на дозных зависимостях σ (рис.1)

[7]. С увеличением дозы имплантируемых ионов наблюдается резкий рост

σ  вплоть  до  D=1017см-2.  На  рис.2  приведены  зависимости  удельной

электропроводности  σ  поверхности  Si(111),  имплантированного  ионами

Li+,  Na+ и Ва+ с энергией  E0=1 кэВ с дозой  D=2⸱1017 см-2 от температуры

последующего  отжига.  Видно,  что  начиная  с  температуры  Tкр

соответствующей  рекристаллизации  имплантированной  области  [8],

наблюдается резкий рост σ.  По нашему мнению при  Т=Ткр наблюдается

образование  наноразмерных  пленок  LiSi,  NaSi,  BaSi.Оценка  толщины

силицидной пленки методом послойного оже - анализа показала, что для

энергии ионов E0=1 кэВ толщина пленок составляет 5-6 нм (или 50-60 Ǻ).В

области  температур  от  Тхр  до  Тр силицидные пленки имеют линейную

зависимость σ = σ(Т) [9].
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